
組成傾斜 p-AlGaN 層と p-Al0.4Ga0.6N コンタクト層を有する深紫外 LED 

Deep UV LEDs with graded p-AlGaN layer and p-Al0.4Ga0.6N contact layer 
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 深紫外 LED のエネルギー変換効率は現状 2～4 %
[1]であり、青色 LED の 70～80 %

[2]に比べると

大幅に低く、さらなる改善が必要である。これまでに、我々は分極ドーピングによる組成傾斜

p-AlGaN 層において、正孔濃度 3×10
18 

cm
-3を実証した[3]。さらに、p-GaN コンタクト層の代わり

に光吸収しない p-AlGaN コンタクト層（Mg 濃度：~10
19

 cm
-3）と ITO/Al 電極を用いることにより、

1.4 倍の光出力を報告した[4]。今回、組成傾斜 p-AlGaN 層と高濃度 Mg 添加 p-Al0.5Ga0.5N コンタク

ト層を組み合わせた深紫外 LED を作製し評価した。 

Fig.1 に作製した深紫外 LED の層構造を示す。100 nm の組成傾斜 p-AlxGa1-xN 層（x:0.8→0.5）

と 20 nm の p-Al0.5Ga0.5N コンタクト層（Mg 濃度：～10
20

 cm
-3）を用いた。LED の p 電極として、

今回は低抵抗が得られやすい Ni/Au を用いた。Fig.2 に示すように発光波長は 283 nm であり、エ

ピウエハの透過率スペクトルより、発光波長では光吸収しないと考えられる。作製した素子の j-V

特性を Fig.3 に示す。比較のため同様の p 電極/コンタクト層を有する Sung らの結果[5]もプロット

した。35 A/cm
2での駆動電圧は 7.0 V であり、Sung らの結果（6.6V）に近い良好な値が得られた。

今後、高効率および高出力に向けて高反射電極の利用を検討する。 
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Fig. 2. EL and Transmittance 

spectra of LED. 

Fig. 1. Sample structure. Fig. 3. j-V characteristics. 

this work 

ref. [5] 

第69回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2022 青山学院大学　相模原キャンパス ＆ オンライン)26a-E203-8 

© 2022年 応用物理学会 13-193 15.4


